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1. 研究背景 

シリコンヘテロ接合(SHJ)太陽電池では、

25 %を超える高い変換効率が実現されている。

SHJ 太陽電池には高品質な a-Si:H が用いられ

ており、その形成には PECVD法や Cat-CVD法

が広く使用されている。しかし、これらの CVD

法では強い爆発性を有する SiH4 を使用する必

要があるため、危険性の少ないプロセスによる

a-Si:H 作製や a-Si:H の代替材料の検討が行わ

れている。我々は対向ターゲットスパッタ

(FTS)法による i-a-Si:H パッシベーション層が

良好な表面パッシベーション効果を示すこと

を報告してきた[1]。本研究では、p 型 a-Si:H 層

の代替材料である酸化モリブデン(MoOx) [2]を

FTS 法により作製し、製膜による i-a-Si:H/c-Si

ヘテロ界面へのダメージの評価を行った。 

 

2. 実験方法 

n 型単結晶 Si（n-c-Si）の両面に FTS 法を用

いて i-a-Si:H およびMoOxを形成し、MoOx (10 

nm)/i-a-Si:H (5 nm)/n-c-Si/i-a-Si:H (5 nm)/ MoOx 

(10 nm)構造の試料を作製した。窒素雰囲気で

250 oC、5 min のアニールを行った後、QSSPC

法を用いて試料の少数キャリア実効ライフタ

イムを測定した。MoOx製膜が与えるダメージ

を評価するために、MoOxを形成しない試料に

ついても同様に実効ライフタイムの測定を行

い、比較を行った。 

 

3. 実験結果 

Figure 1 に実効ライフタイムの注入量依存

性を示す。この結果より、MoOx製膜の有無に

かかわらず、ほぼ全ての注入量で同様な実効ラ

イフタイムが得られている。この結果は、MoOx

の製膜時の i-a-Si:H/c-Siヘテロ界面へのダメー

ジは小さく、少なくとも 250 oC でのアニール

処理後に残るダメージがほとんどないことを

示唆している。 
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Fig.1 Dependence of effective lifetime on 

minority carrier density. 
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